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 کیفتوولتائ یهاسامانه یسازنهیجهت به MPPT ستمیس یبررس

 

 یاندازهیسا یمثل تابش و دما و حت یطیمح طیشرا یرگذاریتأث یدیبرق خورش یروگاهین یهاستمیسافت راندمان در  یهاچالشاز  یکی - دهیچک

شده تا  یسع MPPTهمچون  ییهایتکنولوژاما با اضافه کردن  ستیمطلوب ن ستمیس یعوامل خروجبا  باشدیم کیفوتوولتائ ستمیبر سطح س

 نیشتریدنبال کردن ب یهاپژوهش روش نی. در امیراندمان خود حفظ کن زانیم نیدر بالاتر یعوامل نیبا وجود چن یرا حت ستمیس یوجراندمان خر

 .میقرار داد یرا مورد بررس (VSS+INC-CON+CVT) ,(INC) ,(OVT) ,(CVT)نقطه توان مثل: 

 MPPT، پارامتر بر اساسکنترل  یهاروش، نهیشینقطه توان ب یابیرد یهاروش -دواژهیکل

 مقدمه -1

نور خورشید  مستقیم از طوربههستند که  ییهاسامانهفتوولتائیک  یهاستمیس

بدون مصرف سوخت و حتی متحرک یا شیمیایی  سمیمکانو بدون استفاده از 

این  در .کنندیمالکتریسیته تولید  یطیمحستیزی هایآلودگو ایجاد فسیلی 

 های[ و اما سیستم4. ]شودیمفراهم  نانیاطمقابلپاک و  یانرژ هاسامانه

 دشدهیتولتوان  هاستمیسدر این  مثلاً دنباشیمهم  ییهاضعففتوولتائیک دارای 

مثل شدت تابش خورشید  یرخطیغخورشیدی وابسته به شرایط  یهاسلولاز 

مداوم حداکثر توان دریافتی  طوربهلازم است که  پس .باشدیمو دمای محیط 

کنیم که  یبرداربهرهبه نحوی از آن  و دنبال کنیم فتوولتائیک را یهاسلولاز 

و از سیستم  لهیوسنیبدکنند تا  کار، خود توانحداکثری  یشه در نقطههم

در  MPPT همچون ییهایتوپولوژامروزه با قرار دادن  [6. ]استفاده بهینه شود

 خروجی سیستم منتقلها را به خورشیدی بیشترین توان پنل یهاسامانهمسیر 

 .کنندیم

و دما بر عملکرد سلول  یاندازهیساتابش،  راتیتأث -2

 فوتوولتائیک

بهتری دارند مطلوب و  ایین نسبت به دماهای بالا عملکرددر دماهای پ هاپنل

بالا  یدمابیشتر از  مراتببهپایین  یدماتوان تولیدی توسط پنل خورشیدی در 

، شوندیمداده  قرار دیخورشمقابل نور  ردهای فتوولتائیک پنل کهیوقت است.

 اشعه و دریافت جذب به علتاز این گرما  یاعمده بخش دنشویمم رگ

 مشاهدات است.توجه پنل قابل  افتهیشیافزااست، این دمای نور  قرمزمادون

در مناطق گرمسیری تا های خورشیدی طحی پنلساست که دمای  بیانگر این

 و دکنندگانیتولعمدتاً  .دیرسخواهد هم  گرادیسانتدرجه  90الی  80حدود 

که این  دهندیم ارائهکاربران به ، اطلاعاتی های فتوولتائیکدگان پنلسازن

اثر  نیا از .کنندیماثر تغییرات دما بر عملکرد پنل را مشخص اطلاعات حاوی 

به  توان افتکه با درصدی از  کنندیمیاد توان نامی  دمایی ضریب ا عنوانب

 [8]. شودیمافزایش دما مشخص  گرادیسانتهر درجه  میزان

تغییرات تابش و دما بر نحوه عملکرد و منحنی مشخصه  ریتأث (4)شکل 

که افزایش دما منجر  شودیم د. مشاهدهدهیمرا نشان  فتوولتائیک یهاسلول

 افتو همچنین  سلولتوان خروجی  افت جهیدرنتو  بیشترین نقطه توان افتبه 

 [7] .ددگریم سلول بیشترین نقطه توان افتمنجر به  شدت نورتابشی

 
خورشیدی تحت تغییرات  یهاسلولمنحنی مشخصه توان ولتاژ  - 1شکل 

 ] 7[. و دمایی ینورتابششدت 

 

به ترتیب جریان اتصال کوتاه و ولتاژ  V0و  I0 که میگذاریمرا بر آن فرض 

ها به ترتیب ضرایب آن βو  αو  باشندمی Tدمای مرجع  در بوده که مدارباز

صورت زیر تغییر به Vو  I پیدا کند شیافزا ΔTاندازه اگر دما به .خواهند بود

 ]8[: کنندیم

 

(1) 𝐼𝑠𝑐 = 𝐼0(1 + 𝛼 × ∆𝑇) 

(2) 𝑉𝑜𝑐 = 𝑉0(1 − 𝛽 × ∆𝑇) 

 

 :با در این صورت توان مساوی است

 

(3) 𝑃 = 𝑉𝐼 = 𝑉0(1 − 𝛽 × ∆𝑇)𝐼0(1 + 𝛼 × ∆𝑇) 
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